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１．概要（Summary） 

 次世代集積回路として期待されている三次元積層型

集積回路のバンプレス高密度電極接続の評価のため

のチップを試作した。電極ピッチ 4-10 µm，電極サイ

ズ 2-5 µm，CMP 処理した狭ピッチ Cu 電極を有する

チップを作製し，デバイスチップの電気的な特性を評

価することに成功した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

Dektak 段 差 計 (Dektak/8) ， Tencor 段 差 計

(Tencor/AlphaStep500)，芝浦スパッタ(芝浦メカトロニク

ス,CFS-4ESII)，プラズマクリーナ―，アネルバRIE（アネ

ルバ，DEA-506），デジタル顕微鏡(キーエンス，クノーテ

クノクラフト) 

 

【実験方法】 

芝浦スパッタを用いて電解めっきのシード層形成を行い，

めっき液の濡れ性向上の目的でプラズマクリーナ―にて

O2 プラズマ処理を行った 。表面段差測定装置

（Dektak8）を用いて，CMPしたCu電極のディッシングの

深さ，および後退させた周囲の SiO2 領域の深さを測定し

た。デバイスチップはフリップチップ接合により Si インター

ポーザーに実装した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 電解めっきにより狭ピッチ Cu 電極を堆積後，プラ

ズマ CVD により SiO2膜を堆積し，CMP によって平

坦化した。この CMP によって平坦化された Cu とそ

の後のエッチングにより後退させた SiO2 の深さを表

面段差測定装置（Dektak8）によって測定した。その結果，

CMP後のCuディッシングは非常に低く制御することがで

き，後退後の SiO2の深さは 100-300 nmに制御できるこ

とが分かった。この上に，直径 60 nm，ピッチ 100 nmの

Cu ナノピラーアレイを含むフィルムをラミネートし，狭ピッ

チ電極を有する狭ピッチのCu電極を有する上下のチップ

を接合した。Cu ナノピラーを挿入することにより，従来の

Cu-Cu/SiO2-SiO2 ハイブリッド接合よりも高い歩留りで狭

ピッチの Cu-Cu 電極を電気的に導通させることに成功し

た。Cu ナノピラーのアレイを用いたことにより，I-V 特性か

ら低い抵抗を実現でき、また、C-V 特性からも十分に低い

キャパシタンスを実現できる可能性を示すことができた。 

４．その他・特記事項（Others） 

２０１３年９月に宮城県多賀城市のみやぎ復興パークに開

設した三次元スーパーチップＬＳＩ試作製造拠点(GINTI: 

Global INTegration Initiative)にて，300mm ウエハを

用いた chip-to-wafer 接合方式で、実用化に向けて引き

続き継続研究を実施している。 
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